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(57) Abstract: An optoelectronic semiconductor component (500) comprises an optoelectronic semiconductor chip (600) with a first
surface (601) and a second surface (602), in addition to a protective chip which has a protective diode (700), a first surface (701) and
a second surface (702). The semiconductor chip and the protective chip are embedded in a moulded body (800). A first electrical
contact (610) and a second electrical contact (620) are arranged on the first surface of the semiconductor chip. A third electrical
contact (710) and a fourth electrical contact (720) are arranged on the first surface of the protective chip. The first electrical contact
is electrically connected to the third electrical contact. In addition, the second electrical contact is electrically connected to the fourth

elec

trical contact.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Ein optoelektronisches Halbleiterbauteil (500) umfasst einen optoelektronischen Halbleiterchip (600) mit einer ersten Obertldche
(601) und einer zweiten Obertldche (602), sowie einen eine Schutzdiode (700) aufweisenden Schutzchip mit einer ersten
Oberfldche (701) und einer zweiten Obertldche (702). Dabei sind der Halbleiterchip und der Schutzchip in einen Formkorper
eingebettet (800). An der ersten Oberflache des Halbleiterchips sind ein erster elektrischer Kontakt (610) und ein zweiter
elektrischer Kontakt angeordnet (620). An der ersten Obertldche des Schutzchips sind ein dritter elektrischer Kontakt (710) und
ein vierter elektrischer Kontakt (720) angeordnet. Dabei ist der erste elektrische Kontakt elektrisch leitend mit dem dritten
elektrischen Kontakt verbunden. AuBerdem ist der zweite elektrische Kontakt elektrisch leitend mit dem vierten elektrischen
Kontakt verbunden.
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Beschreibung

Optoelektronisches Halbleiterbauteil und Verfahren zu seiner

Herstellung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Halbleiterbauteil gemdB Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren
zum Herstellen eines optoelektronischen Halbleiterbauteils

gemdll Patentanspruch 15.

Die deutsche Prioritdtsanmeldung DE 10 2013 202 904.7, die
ausdriicklich einen Teil der Offenbarung der vorliegenden An-
meldung bildet, beschreibt ebenfalls ein optoelektronisches
Halbleiterbauteil und ein Verfahren zum Herstellen eines op-

toelektronischen Halbleiterbauteils.

Optoelektronische Halbleiterbauteile weisen im Stand der
Technik Gehduse auf, die mehrere Funktionen erfiillen. Hierzu
gehdren die Bereitstellung elektrischer Anschliisse fiir optoe-
lektronische Halbleiterchips der optoelektronischen Halblei-
terbauteile, die Bereitstellung geeigneter Montageschnitt-
stellen, beispielsweise filir eine Oberfldchenmontage nach ei-
nem SMT-Verfahren, und die mechanische Verbindung der einzel-
nen Komponenten der Halbleiterbauteile. Neben dem optoe-
lektronischen Halbleiterchip ist hdufig auch ein eine ESD-
Schutzdiode aufweisender Schutzchip integriert, der das op-
toelektronische Halbleiterbauteil vor einer Beschadigung
durch eine elektrostatische Entladung schiitzt. Wegen der
Vielzahl zu erfiillender Funktionen stellen die Gehduse her-
kémmlicher optoelektronischer Halbleiterbauteile einen signi-

fikanten Kostenfaktor dar.

Aus der DE 10 2009 036 621 A1l ist ein Verfahren zum Herstel-
len eines optoelektronischen Halbleiterbauteils bekannt, bei
dem optoelektronische Halbleiterchips an einer Oberseite ei-
nes Trédgers angeordnet werden. Die optoelektronischen Halb-

leiterchips werden mit einem Formkdrper umformt, der alle



10

15

20

25

30

35

WO 2014/127953 PCT/EP2014/051250

Seitenfldchen der optoelektronischen Halbleiterchips bedeckt.
Ober- und Unterseiten der optoelektronischen Halbleiterchips
bleiben bevorzugt frei. Nach dem Entfernen des Tragers kdnnen
die optoelektronischen Halbleiterchips vereinzelt werden. An
den Ober- und/oder Unterseiten jedes Halbleiterchips kdnnen
Kontaktstellen vorgesehen sein. Der Formkdrper kann bei-
spielsweise aus einem auf einem Epoxid basierenden Moldmate-

rial bestehen.

FEine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Halbleiterbauteil bereitzustellen. Diese
Aufgabe wird durch ein optoelektronisches Hableiterbauteil
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Eine weitere Aufga-
be der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Halbleiterbauteils anzugeben. Diese
Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 15 geldst. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den ab-

hdngigen Anspriichen angegeben.

FEin optoelektronisches Halbleiterbauteil weist einen optoe-
lektronischen Halbleiterchip mit einer ersten Oberfldche und
einer zweiten Oberfldche sowie einen eine Schutzdiode aufwei-
senden Schutzchip mit einer ersten Oberflidche und einer zwei-
ten QOberfldche auf. Dabei sind der Halbleiterchip und der
Schutzchip in einen FormkOrper eingebettet. An der ersten
Oberflédche des Halbleiterchips sind ein erster elektrischer
Kontakt und ein zweiter elektrischer Kontakt angeordnet. An
der ersten Oberflédche des Schutzchips sind ein dritter elekt-
rischer Kontakt und ein vierter elektrischer Kontakt angeord-
net. Dabei ist der erste elektrische Kontakt elektrisch lei-
tend mit dem dritten elektrischen Kontakt verbunden. Aublerdem
ist der zweite elektrische Kontakt elektrisch leitend mit dem
vierten elektrischen Kontakt verbunden. Vorteilhafterweise
schiitzt der in dieses optoelektronische Halbleiterbauteil in-
tegrierte Schutzchip mit der Schutzdiode den optoelektroni-
schen Halbleiterchip vor einer Beschadigung durch elektrosta-
tische Entladungen. Vorteilhafterweise ist das optoelektroni-

sche Halbleiterbauteil dadurch bereits vor und wahrend einer
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Montage geschiitzt. Ein weiterer Vorteil des optoelektroni-
schen Halbleiterbauteils besteht darin, dass es keinen geson-
derten, sich durch den Formkdrper erstreckenden, Durchkontakt
erfordert, wodurch das optoelektronische Halbleiterbauteil
kostenglinstig und mit kompakten Abmessungen hergestellt wer-
den kann. Ein weiterer Vorteil des optoelektronischen Halb-
leiterbauteils besteht darin, dass es keine auf einer Unter-
seite des optoelektronischen Halbleiterbauteils angeordnete
Verdrahtung erfordert, was ebenfalls eine kostengiinstige Her-
stellbarkeit des optoelektronischen Halbleiterbauteils unter-
stutzt.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-—
bauteils sind an einer Unterseite des Halbleiterbauteils eine
erste elektrische Kontaktfldche und eine zweite elektrische
Kontaktfldche angeordnet. Dabei sind der Halbleiterchip und
der Schutzchip zwischen der ersten elektrischen Kontaktfliche
und der zweiten elektrischen Kontaktfldche elektrisch antipa-
rallel geschaltet. Vorteilhafterweise ist der Haltleiterchip
durch die Antiparallelschaltung von Halbleiterchip und
Schutzchip vor einer Beschadigung durch elektrostatische Ent-

ladungen geschiutzt.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils ist dieses als oberfldchenmontierbares Bauteil aus-
gebildet. Vorteilhafterweise eignet sich das optoelektroni-
sche Halbleiterbauteil dadurch fiir eine Oberfldchenmontage
nach einem SMT-Verfahren, beispielsweise fiir eine Montage
mittels Wiederaufschmelzldten (Reflow-L&ten). Vorteilhafter-
weise kann das optoelektronische Halbleiterbauteil dadurch

besonders raumsparend ausgebildet sein.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils ist die zweite elektrische Kontaktfldche an der
zweiten Oberflédche des Schutzchips angeordnet. Vorteilhafter-
weise kann die zweite elektrische Kontaktfldche bereits vor
dem Einbetten des Schutzchips in den Formkdrper an der zwei-

ten Oberfldche des Schutzchips angeordnet werden, wodurch das
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optoelektronische Halbleiterbauteil kostenglinstig herstellbar

ist.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils weist der Schutzchip eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen der zweiten elektrischen Kontaktfldche und
dem vierten elektrischen Kontakt auf. Vorteilhafterweise er-
m&glicht es die in den Schutzchip integrierte elektrisch lei-
tende Verbindung, auf ein Vorsehen einer gesonderten elektri-
schen Durchfiihrung durch den Formk&rper des optoelektroni-
schen Halbleiterbauteils und einer entsprechenden weiteren

Verdrahtung zu verzichten.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-—
bauteils ist die erste elektrische Kontaktfldche an der zwei-
ten Oberfldche des Schutzchips angeordnet. Vorteilhafterweise
kann auch die erste elektrische Kontaktfldche bereits vor de
Einbetten des Schutzchips in den Formkdrper an der zweiten
Oberflédche des Schutzchips angeordnet werden, wodurch das op-
toelektronische Halbleiterbauteil kostenglinstig herstellbar

ist.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils weist der Schutzchip eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen der ersten elektrischen Kontaktfldche und
dem dritten elektrischen Kontakt auf. Vorteilhafterweise er-
mo&glicht auch diese in den Schutzchip integrierte elektrisch
leitende Verbindung zwischen dem dritten elektrischen Kontakt
und der ersten elektrischen Kontaktfldche einen Verzicht auf
eine gesonderte elektrische Durchfiihrung durch den Formkdrper
und einen Verzicht auf hierfiir erforderliche weitere Verdrah-

tungen.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils ist an der zweiten Oberfldche des Halbleiterchips
eine thermisch leitende Kontaktfldche angeordnet. Vorteil-
hafterweise kann die thermisch leitende Kontaktflache zur Ab-

fuhr von in dem Halbleiterchip erzeugter Abwdrme dienen. Die
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thermisch leitende Kontaktfldche kann dabei vorteilhafterwei-
se gleichzeitig mit elektrisch leitenden Kontaktflidchen des
optoelektronischen Halbleiterbauteils in einem Verfahren zur

Oberflédchenmontage kontaktiert werden.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronsichen Halbleiter-
bauteils ist die erste elektrische Kontaktfldche an der zwei-
ten Oberflache des Halbleiterchips angeordnet. Vorteilhafter-
weise kann die erste elektrische Kontaktfldche bereits vor
dem Einbetten des Halbleiterchips in den Formkdrper an der
zweiten Oberflédche des Halbleiterchips angeordnet werden, wo-
durch das optoelektronische Halbleiterbauteil kostenglinstig
herstellbar ist.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils weist der Halbleiterchip eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen der ersten elektrischen Kontaktflache und
dem ersten elektrischen Kontakt auf. Vorteilhafterweise er-
moéglicht auch diese elektrisch leitende Verbindung zwischen
der ersten elektrischen Kontaktfldche und dem ersten elektri-
schen Kontakt einen Verzicht auf eine gesonderte elektrische
Durchfiihrung durch den Formk&rper des optoelektronischen
Halbleiterbauteils und einen Verzicht auf zusdtzliche Ver-

drahtungen.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils ist die elektrisch leitende Verbindung zwischen dem
ersten elektrischen Kontakt und dem dritten elektrischen Kon-
takt und/oder die elektrisch leitende Verbindung zwischen dem
zweiten elektrischen Kontakt und dem vierten elektrischen
Kontakt als Bond-Verbindung oder als planare Verbindung aus-—
gebildet. Vorteilhafterweise ermdglicht eine Ausbildung der
elektrisch leitenden Verbindungen als Bond-Verbindung eine
kostenglinstige Herstellung des optoelektronischen Halbleiter-—
bauteils. Eine Ausbildung der elektrisch leitenden Verbindun-
gen als planare Verbindungen fiihrt zu einem sehr robusten op-

toelektronischen Halbleiterbauteil.
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In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils ist die erste Oberfldche des Halbleiterchips eine
Strahlungsaustrittsfldche des Halbleiterchips. Vorteilhafter-
weise kann in dem Halbleiterchip erzeugte elektromagnetische
Strahlung dann durch die erste Oberfldche des Halbleiterchips

austreten.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Halbleiter-—
bauteils ist der optoelektronische Halbleiterchip ein LED-
Chip. Das optoelektronische Halbleiterbauteil bildet dann ei-
ne sehr kompakte Leuchtdiode mit integriertem Schutzchip mit
ESD-Schutzdiode.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Halb-
leiterbauteils umfasst Schritte zum Bereitstellen eines op-
toelektronischen Halbleiterchips mit einer ersten Oberflédche,
wobel an der ersten Oberfldche des Halbleiterchips ein erster
elektrischer Kontakt und ein zweiter elektrischer Kontakt an-
geordnet sind, zum Bereitstellen eines eine Schutzdiode auf-
weisenden Schutzchips mit einer ersten Oberflidche, wobei an
der ersten Oberfldche des Schutzchips ein dritter elektri-
scher Kontakt und ein vierter elektrischer Kontakt angeordnet
sind, zum Ausbilden eines Formkdrpers, wobei der Halbleiter-
chip und der Schutzchip in den Formkdrper eingebettet werden,
und zum Herstellen elektrisch leitender Verbindungen zwischen
dem ersten elektrischen Kontakt und dem dritten elektrischen
Kontakt sowie zwischen dem zweiten elektrischen Kontakt und
dem vierten elektrischen Kontakt. Vorteilhafterweise ermdg-
licht das Verfahren eine kostengiinstige Herstellung eines op-
toelektronischen Halbleiterbauteils mit kompakten Abmessun-
gen. Dies wird insbesondere durch den Verzicht auf in den
FormkOrper integrierte elektrische Durchkontakte und einen
Verzicht auf eine Verdrahtung an einer Riickseite des optoe-

lektronischen Halbleiterbauteils erreicht.

In einer Ausfiihrungsform des Verfahrens werden die erste
Oberflédche des Halbleiterchips und die erste QOberflédche des

Schutzchips vor dem Ausbilden des FormkOrpers auf einem Tra-
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ger angeordnet. Vorteilhafterweise wird dadurch sicherge-
stellt, dass die ersten Oberfldchen von Halbleiterchip und
Schutzchip nach dem Ausbilden des Formkdrpers nicht durch den
Formkdrper bedeckt sind. Der Formkdrper kann dabei beispiels-

weise in einem Mold-Prozess ausgebildet werden.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
der Erfindung, sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstdndlich im Zusam-—
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfiihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen ndher erlau-
tert werden. Dabeili zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung:

Figur 1 einen Schnitt durch ein optoelektronisches Halblei-

terbauteil gemdl einer ersten Ausfiihrungsform;

Figur 2 eine Aufsicht auf das optoelektronische Halbleiter-—

bauteil der ersten Ausfiihrungsform;

Figur 3 eine Ansicht des optoelektronischen Halbleiterbau-

teils der ersten Ausfihrungsform von unten;

Figur 4 einen Schnitt durch ein optoelektronisches Halblei-

terbauteil gemdl einer zweiten Ausfiihrungsform;

Figur 5 eine Aufsicht auf das optoelektronische Halbleiter-—

bauteil der zweiten Ausfiihrungsform; und

Figur 6 eine Ansicht des optoelektronischen Halbleiterbau-

teils der zweiten Ausfiihrungsform von unten.

Figur 1 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines op-
toelektronischen Halbleiterbauteils 100 gemdB einer ersten
Ausfihrungsform. Das optoelektronische Halbleiterbauteil 100

kann beispielsweise eine Leuchtdiode sein.
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Das optoelektronische Halbleiterbauteil 100 weist eine Ober-
seite 101 und eine der Oberseite 101 gegeniiberliegende Unter-
seite 102 auf. Das optoelektronische Halbleiterbauteil 100

umfasst einen Formkdrper 400 mit einer Oberseite 401 und ei-

ner der Oberseite 401 gegeniliberliegenden Unterseite 402.

In den Formk&rper 400 sind ein optoelektronischer Halbleiter-
chip 200 und ein Schutzchip 300 eingebettet. Der optoelektro-
nische Halbleiterchip 200 weist eine erste Oberfldche 201 und
eine der ersten Oberfldche 201 gegeniiberliegende zweite Ober-—
fldche 202 auf. Der Schutzchip 300 weist eine erste Oberfla-
che 301 und eine der ersten Oberfldche 301 gegeniiberliegende
zweite Oberfldche 302 auf.

Die erste Oberfldche 201 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 200 und die erste Oberfldche 301 des Schutzchips 300
schlieRen etwa biindig mit der Oberseite 401 des Formkdrpers
400 ab. Gemeinsam bilden die erste Oberfldche 201 des optoe-
lektronischen Halbleiterchips 200, die erste Oberfldche 301
des Schutzchips 300 und die Oberseite 401 des Formkdrpers 400
die Oberseite 101 des optoelektronischen Halbleiterbauteils
100. Die zweite Oberflache 202 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 und die zweite Oberfldche 302 des Schutzchips
300 schlieBen etwa biindig mit der Unterseite 402 des Formkdr-—
pers 400 ab. Gemeinsam bilden die zweite QOberflidche 202 des
optoelektronischen Halbleiterchips 200, die zweite Oberfldche
302 des Schutzchips 300 und die Unterseite 402 des Formkor-
pers 400 die Unterseite 102 des optoelektronischen Halblei-
terbauteils 100.

Figur 2 zeigt eine schematische Aufsicht auf die Oberseite
101 des optoelektronischen Halbleiterbauteils 100. Sichtbar
sind die QOberseite 401 des Formk&rpers 400, die erste Ober-—
fldche 201 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 und die
erste Oberfldche 301 des Schutzchips 300. Figur 3 zeigt eine
schematische Darstellung der Unterseite 102 des optoelektro-
nischen Halbleiterbauteils 100. Erkennbar sind die Unterseite

402 des Formkdrpers 400, die zweite Oberflache 202 des optoe-
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lektronischen Halbleiterchips 200 und die zweite Oberfldche
302 des Schutzchips 300.

Der Formkdrper 400 weist ein elektrisch isolierendes Material
auf, beispielsweise ein Epoxid. Der Formkdrper 400 kann bei-
spielsweise durch Spritzgiellen oder Spritzpressen oder einen
anderen Mold-Prozess hergestellt sein. Insbesondere kann der
Formkdrper 400 durch folienunterstiitztes Spritzpressen herge-
stellt sein. Die Oberfldchen 201, 202 des in den FormkOrper
400 eingebetteten optoelektronischen Halbleiterchips 200 und
die Oberfldchen 301, 302 des in den Formkdrper 400 eingebet-
teten Schutzchips 300 sind nicht oder kaum durch das Material
des Formkorpers 400 bedeckt. Die ilibrigen Aubenflidchen des op-
toelektronischen Halbleiterchips 200 und des Schutzchips 300
sind bevorzugt vollstdndig oder nahezu vollstdndig durch den
FormkSrper 400 bedeckt. Der Formkdrper 400 bildet damit ein
mechanisch robustes und kostenglinstig herstellbares Gehduse
fiir den optoelektronischen Halbleiterchip 200 und den Schutz-
chip 300.

In Figur 1 ist schematisch eine in den optoelektronischen
Halbleiterchip 200 integrierte Diodenschaltung 230 angedeu-
tet. Der optoelektronische Halbleiterchip 200 kann beispiels-
weise ein LED-Chip sein. In diesem Fall ist die Diodenschal-
tung 230 eine Leuchtdiodenschaltung. Die erste Oberfldche 201
des optoelektronischen Halbleiterchips 200 bildet bevorzugt
eine Strahlungsaustrittsfldche des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200. Im optoelektronischen Halbleiterchip 200 er-
zeugte elektromagnetische Strahlung kann dann durch die erste
Oberfldche 201 aus dem optoelektronischen Halbleiterchip 200

austreten.

Auf der ersten Oberflidche 201 des optoelektronischen Halblei-
terchips 200 sind ein erster elektrischer Kontakt 210 und ein
zweiter elektrischer Kontakt 220 angeordnet. Falls es sich
bei dem optoelektronischen Halbleiterchip 200 um einen LED-
Chip handelt, so kann der erste elektrische Kontakt 210 mit

der ZAnode der integrierten Diodenschaltung 230 verbunden
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sein, wahrend der zweite elektrische Kontakt 220 mit der Ka-

thode der integrierten Diodenschaltung 230 verbunden ist.

Figur 2 zeigt, dass der erste elektrische Kontakt 210 und der
zweite elektrische Kontakt 220 bevorzugt in Eckbereichen der
ersten Oberfldche 201 des optoelektronischen Halbleiterchips
200 angeordnet sind und nur einen kleinen Teil der Flache der
ersten Oberfldche 201 beanspruchen. Falls die erste Oberfla-
che 201 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 eine
Strahlungsaustrittsfldche bildet, so wird durch die erste
Oberfldche 201 austretende Strahlung durch den ersten elekt-
rischen Kontakt 210 und den zweiten elektrischen Kontakt 220

dadurch vorteilhafterweise nur in geringem Malke abgeschattet.

An der zweiten Oberfldche 202 des optoelektronischen Halblei-
terchips 200 ist eine erste elektrische Kontaktfldche 240 an-
geordnet. Die erste elektrische Kontaktfldche 240 kann bei-

spielsweise als Metallisierung ausgebildet sein.

Die erste elektrische Kontaktfldche 240 ist iiber eine erste
durchgefiihrte Verbindung 250 elektrisch leitend mit dem ers-
ten elektrischen Kontakt 201 und somit auch mit der Dioden-
schaltung 230 verbunden. Die erste durchgefiihrte Verbindung
250 erstreckt sich durch den optoelektronischen Halbleiter-—
chip 200. Bevorzugt wurde die erste durchgefiithrte Verbindung
250 bereits wahrend der Herstellung des optoelektronischen
Halbleiterchips 200 angelegt. Die erste durchgefiihrte Verbin-
dung 250 kann auch durch einen elektrisch leitenden Trager

des Halbleiterchips 200 gebildet sein.

Der Schutzchip 300 weist eine integrierte Schutzdiode 330
auf. Die Schutzdiode 330 ist in Figuren 1 und 2 schematisch
angedeutet. Die Schutzdiode 330 kann auch als ESD-Diode be-
zeichnet werden. Der Schutzchip 300 dient dazu, den optoe-
lektronischen Halbleiterchip 200 des optoelektronischen Halb-
leiterbauteils 100 vor einer Beschadigung durch eine elektro-
statische Entladung zu schiitzen. Hierzu ist der Schutzchip

300 dem optoelektronischen Halbleiterchip 200 derart parallel
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geschaltet, dass die Schutzdiode 330 und die Diodenschaltung

230 elektrisch antiparallel angeordnet sind.

An der ersten Oberfldche 301 des Schutzchips 300 sind ein
dritter elektrischer Kontakt 310 und ein vierter elektrischer
Kontakt 320 ausgebildet. Der dritte elektrische Kontakt 310
ist mit der Kathode der Schutzdiode 330 verbunden. Der vierte
elektrische Kontakt 320 ist elektrisch leitend mit der Anode
der Schutzdiode 330 verbunden. Wie der schematischen Aufsicht
der Figur 2 zu entnehmen ist, kdnnen der dritte elektrische
Kontakt 310 und der vierte elektrische Kontakt 320 in Eckbe-
reichen der ersten Oberfldche 310 des Schutzchips 300 ange-
ordnet sein. Der dritte elektrische Kontakt 310 ist bevorzugt
m&glichst nahe am ersten elektrischen Kontakt 210 an der ers-
ten QOberflache 201 des optoelektronischen Halbleiterchips 200
angeordnet. Der vierte elektrische Kontakt 320 ist bevorzugt
mb&glichst nahe am zweiten elektrischen Kontakt 220 an der
ersten Oberfldche 201 des optoelektronischen Halbleiterchips

200 angeordnet.

An der zweiten Oberflidche 302 des Schutzchips 300 ist eine
zweite elektrische Kontaktfldche 340 angeordnet. Die zweite
elektrische Kontaktfldche 340 kann beispielsweise als Metal-
lisierung ausgebildet sein. Die zweite elektrische Kontakt-
fldche 340 ist {iber eine zweite durchgefiihrte Verbindung 350
elektrisch leitend mit dem vierten elektrischen Kontakt 320
und somit auch mit der Anode der Schutzdiode 330 verbunden.
Die zweite durchgefiihrte Verbindung 350 erstreckt sich durch
den Schutzchip 300 und ist bevorzugt bereits bei der Herstel-

lung des Schutzchips 300 angelegt worden.

Zwischen dem ersten elektrischen Kontakt 210 an der ersten
Oberfldche 201 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 und
dem dritten elektrischen Kontakt 310 an der ersten Oberfldche
301 des Schutzchips 300 besteht eine oberhalb der Oberseite
101 des optoelektronischen Halbleiterbauteils 100 angeordnete
erste elektrisch leitende Verbindung 110. Zwischen dem zwei-

ten elektrischen Kontakt 220 des optoelektronischen Halblei-
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terchips 200 und dem vierten elektrischen Kontakt 320 des
Schutzchips 300 besteht eine oberhalb der Oberseite 101 des
optoelektronischen Halbleiterbauteils 100 angeordnete zweite
elektrisch leitende Verbindung 120. Die erste elektrisch lei-
tende Verbindung 110 und die zweite elektrisch leitende Ver-
bindung 120 k&nnen, wie in Figuren 1 und 2 schematisch darge-
stellt, als durch Bonddrdhte vermittelte Bondverbindungen
ausgebildet sein. Die erste elektrisch leitende Verbindung
110 und die zweite elektrisch leitende Verbindung 120 kénnten
jedoch beispielsweise auch als planare Verbindungen ausgebil-
det sein. Die erste elektrisch leitende Verbindung 110 und
die zweite elektrisch leitende Verbindung 120 werden nach dem
FEinbetten des optoelektronischen Halbleiterchips 200 und des
Schutzchips 300 in den Formkérper 400 angelegt.

Durch die erste elektrisch leitende Verbindung 110 und die
zweite elektrisch leitende Verbindung 120 sind die Dioden-
schaltung 230 des optoelektronischen Halbleiterchips 200 und
die Schutzdiode 330 des Schutzchips 300 mit zueinander entge-
gengesetzter Polaritdt parallel geschaltet. Die Parallel-
schaltung ist zwischen der ersten elektrischen Kontaktfliche
240 und der zweiten elektrischen Kontaktfldche 340 des optoe-

lektronischen Halbleiterbauteils 100 von auben zugadnglich.

Figur 4 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines op-
toelektronischen Halbleiterbauteils 500 gemdB einer zweiten
Ausfihrungsform. Das optoelektronische Halbleiterbauteil 500

kann beispielsweise eine Leuchtdiode sein.

Das optoelektronische Halbleiterbauteil 500 weist eine Ober-
seite 501 und eine der Oberseite 501 gegeniiberliegende Unter-
seite 502 auf. Das optoelektronische Halbleiterbauteil 500
umfasst einen optoelektronischen Halbleiterchip 600 mit einer
ersten Oberfldche 601 und einer der ersten Oberfldche 601 ge-
geniiberliegenden zweiten Oberfldche 602. Ferner umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauteil 500 einen Schutzchip 700
mit einer ersten Oberfldche 701 und einer der ersten Oberflad-

che 701 gegeniiberliegenden zweiten QOberfldche 702. Der optoe-—
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lektronische Halbleiterchip 600 und der Schutzchip 700 sind
in einen Formkdrper 800 mit einer Oberseite 801 und einer der

Oberseite 801 gegeniiberliegenden Unterseite 802 eingebettet.

Die erste Oberfldche 601 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 600 und die erste Oberfldche 701 des Schutzchips 700
sind durch den Formkdrper 800 im Wesentlichen nicht bedeckt
und schlielen im Wesentlichen bilindig mit der Oberseite 801
des Formkorpers 800 ab. Gemeinsam bilden die Oberseite 801
des Formkorpers 800, die erste Oberflédche 601 des optoe-
lektronischen Halbleiterchips 600 und die erste Oberflédche
701 des Schutzchip 700 die Oberseite 501 des optoelektroni-
schen Halbleiterbauteils 500. Die zweite Oberflache 602 des
optoelektronischen Halbleiterchips 600 und die zweite Ober-
fldche 702 des Schutzchips 700 sind im Wesentlichen nicht be-
deckt durch den Formkdrper 800 und schlieBen im Wesentlichen
biindig mit der Unterseite 802 des Formkdrpers 800 ab. Gemein-
sam bilden die zweite Oberfldche 602 des optoelektronischen
Halbleiterchips 600, die zweite Oberfldache 702 des Schutz-
chips 700 und die Unterseite 802 des Formkdrpers 800 die Un-
terseite 502 des optoelektronischen Halbleiterbauteils 500.

Figur 5 zeigt in schematischer Darstellung eine Ansicht der
Oberseite 501 des optoelektronischen Halbleiterbauteils 500.
Erkennbar sind die Oberseite 801 des Formkdrpers 800, die
erste Oberflédche 601 des optoelektronischen Halbleiterchips
600 und die erste Oberfldche 701 des Schutzchips 700. Figur 6
zeigt eine schematische Ansicht der Unterseite 502 des optoe-
lektronischen Halbleiterbauteils 500. Sichtbar sind die Un-
terseite 802 des Formk&rpers 800, die zweite QOberfldche 602
des optoelektronischen Halbleiterchips 600 und die zweite
Oberflédche 702 des Schutzchips 700.

Der Formkdrper 800 weist wiederum ein elektrisch isolierendes
Material, beispielsweise ein Epoxid, auf. Der Formkdrper 800
ist bevorzugt durch einen Mold-Prozess hergestellt. Das op-—
toelektronische Halbleiterbauteil 500 entspricht insoweit dem

optoelektronischen Halbleiterbauteil 100 der Figuren 1 bis 3.
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Der optoelektronische Halbleiterchip 600 weist eine integ-
rierte Diodenschaltung 630 auf. Der optoelektronische Halb-
leiterchip 600 kann beispielsweise ein LED-Chip sein. In die-
sem Fall ist die Diodenschaltung 630 eine Leuchtdiodenschal-
tung. Die erste Oberfldche 601 kann dann eine Strahlungsaus-
trittsflache des optoelektronischen Halbleiterchips 600 bil-
den, durch die im optoelektronischen Halbleiterchip 600 er-—
zeugte elektromagnetische Strahlung aus dem optoelektroni-

schen Halbleiterchip 600 austreten kann.

An der ersten Oberfldche 601 des optoelektronischen Halblei-
terchips 600 sind ein erster elektrischer Kontakt 610 und ein
zweiter elektrischer Kontakt 620 angeordnet. Bevorzugt sind
die elektrischen Kontakte 610 und 620 in Rand- oder Eckberei-
chen der ersten Oberfldche 601 angeordnet, wie dies in Figur
5 dargestellt ist. Dadurch wird ein Strahlungsaustritt durch
die erste QOberflidche 601 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 600 durch die elektrischen Kontakte 610, 620 nur in ge-

ringem Umfang behindert.

Der erste elektrische Kontakt 610 ist elektrisch mit einer
Anode der Diodenschaltung 630 verbunden. Der zweite elektri-
sche Kontakt 620 ist elektrisch leitend mit einer Kathode der

Diodenschaltung 630 verbunden.

An der zweiten Oberflidche 602 des optoelektronischen Halblei-
terchips 600 ist eine thermische Kontaktfldche 640 angeord-
net. Die thermische Kontaktflédche 640 kann beispielsweise als
Metallisierung ausgebildet sein. Die thermische Kontaktflache
640 kann dazu dienen, im optoelektronischen Halbleiterchip
600 erzeugte Abwarme aus dem optoelektronischen Halbleiter-—
chip 600 auszuleiten und von dem optoelektronischen Halblei-

terchip 600 fortzufihren.

Der Schutzchip 700 weist eine integrierte Schutzdiode 730
auf, die auch als ESD-Diode bezeichnet werden kann. An der

ersten Oberfldche 701 des Schutzchips 700 sind ein dritter
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elektrischer Kontakt 710 und ein vierter elektrischer Kontakt
720 angeordnet. Der dritte elektrische Kontakt 710 ist elekt-
risch leitend mit einer Kathode der Schutzdiode 730 verbun-
den. Der vierte elektrische Kontakt 720 ist elektrisch lei-

tend mit einer Anode der Schutzdiode 730 verbunden.

An der zweiten Oberflidche 702 des Schutzchips 700 sind eine
erste elektrische Kontaktfldche 745 und eine zweite elektri-
sche Kontaktfldche 740 angeordnet. Die erste elektrische Kon-
taktfldche 745 und die zweite elektrische Kontaktfldche 740
kénnen beispielsweise als an der zweiten Oberfldche 702 ange-
ordnete Metallisierungen ausgebildet sein. Die erste elektri-
sche Kontaktfldche 745 ist {iber eine erste durchgefiihrte Ver-
bindung 755 elektrisch leitend mit dem dritten elektrischen
Kontakt 710 und somit auch mit der Kathode der Schutzdiode
730 verbunden. Die zweite elektrische Kontaktfldche 740 ist
liber eine zweite durchgefiihrte Verbindung 750 elektrisch lei-
tend mit dem vierten elektrischen Kontakt 720 des Schutzchips
700 und dadurch auch mit der Anode der Schutzdiode 730 ver-—
bunden. Die durchgefiihrten Verbindungen 750, 755 erstrecken
sich durch den Schutzchip 700 und sind bevorzugt bereits wah-

rend der Herstellung des Schutzchips 700 angelegt worden.

Der erste elektrische Kontakt 610 des optoelektronischen
Halbleiterchips 600 ist {iber eine erste elektrisch leitende
Verbindung 510 mit dem dritten elektrischen Kontakt 710 des
Schutzchips 700 verbunden. Der zweite elektrische Kontakt 620
des optoelektronischen Halbleiterchips 600 ist iber eine
zweite elektrisch leitende Verbindung 520 mit vierten elekt-
rischen Kontakt 720 des Schutzchips 700 verbunden. Die erste
elektrisch leitende Verbindung 510 und die zweite elektrisch
leitende Verbindung 520 sind beide oberhalb der Oberseite 501
des optoelektronischen Halbleiterbauteils 500 angeordnet. Im
dargestellten Beispiel sind die elektrisch leitenden Verbin-
dungen 510, 520 als Bondverbindungen ausgebildet. Die elekt-
risch leitenden Verbindungen 510, 520 kdnnten jedoch bei-
spielsweise auch als planare Verbindungen an der Oberseite

501 des optoelektronischen Halbleiterbauteils 500 ausgebildet
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sein. Die elektrisch leitenden Verbindungen 510, 520 werden
nach dem Einbetten des optoelektronischen Halbleiterchips 600

und des Schutzchips 700 in den Formkdrper 800 angelegt.

Zwischen der ersten elektrischen Kontaktfldche 745 und der
zweiten elektrischen Kontaktfldche 740 des optoelektronischen
Halbleiterbauteils 500 ist eine Parallelschaltung der Dioden-
schaltung 630 des optoelektronischen Halbleiterchips 600 und
der Schutzdiode 730 des Schutzchips 700 angeordnet. Die Dio-
denschaltung 630 und die Schutzdiode 730 sind dabei antipa-
rallel zueinander orientiert. Die Schutzdiode 730 des Schutz-
chips 700 dient dazu, den optoelektronischen Halbleiterchip
600 vor einer Beschadigung durch eine elektrostatische Entla-

dung zu schiitzen.

Das optoelektronische Halbleiterbauteil 100 der Figuren 1 bis
3 und das optoelektronische Halbleiterbauteil 500 der Figuren
4 bis 6 eignen sich jeweils filir eine Oberfladchenmontage nach
einem SMT-Verfahren. Beispielsweise kdnnen die erste elektri-
sche Kontaktfldche 240 und die zweite elektrische Kontaktfla-
che 340 des optoelektronischen Halbleiterbauteils 100 bzw.
die erste elektrische Kontaktfldche 745 und die zweite elekt-
rische Kontaktfldche 740 des optoelektronischen Halbleiter-
bauteils 500 mittels Wiederaufschmelzldten (Reflow-L3&ten)
elektrisch kontaktiert werden. Beim optoelektronischen Halb-
leiterbauteil 500 wird dabei bevorzugt gleichzeitig auch die
thermische Kontaktfldche 640 {iber eine L&tverbindung an eine
Warmesenke angekoppelt, um Abwadrme aus dem optoelektronischen
Halbleiterchip 600 des optoelektronischen Halbleiterbauteils
500 abzufiihren. Beim optoelektronischen Halbleiterbauteil 100
kann im optoelektronischen Halbleiterchip 200 erzeugte Abwdr-
me {iber die erste elektrische Kontaktfldche 240 an der zwei-
ten QOberflache 202 des optoelektronischen Halbleiterchips 200

abgefihrt werden.

Zur Herstellung des optoelektronischen Halbleiterbauteils 100
der ersten Ausfihrungsform und des optoelektronischen Halb-

leiterbauteils 500 der zweiten Ausfihrungsform werden zu-



10

15

20

25

30

35

WO 2014/127953 17 PCT/EP2014/051250

nachst die optoelektronischen Halbleiterchips 200, 600 und
die Schutzchips 300, 700 bereitgestellt. Der optoelektroni-
sche Halbleiterchip 200 wird bevorzugt bereits mit der an der
zweiten Oberflédche 202 angeordneten ersten elektrischen Kon-
taktflédche 240 bereitgestellt. Der optoelektronische Halblei-
terchip 600 wird bevorzugt entsprechend bereits mit der an
der zweiten Oberfldche 602 angeordneten thermischen Kontakt-
fldche 640 bereitgestellt. Der Schutzchip 300 der ersten Aus-
fiihrungsform wird bevorzugt bereits mit der an der zweiten
Oberfldche 302 angeordneten zweiten elektrischen Kontaktfla-
che 340 bereitgestellt. Der Schutzchip 700 der zweiten Aus-
fiihrungsform wird bevorzugt bereits mit der an der zweiten
Oberflédche 702 angeordneten ersten elektrischen Kontaktfldche
745 und der an der zweiten Oberflache 702 angeordneten zwei-
ten elektrischen Kontaktfldche 740 bereitgestellt.

Die optoelektronischen Halbleiterchips 200, 600 und die
Schutzchips 300, 700 werden anschliellend auf einem Trager an-
geordnet. Dabeil werden die erste Oberfldche 201 des optoe-
lektronischen Halbleiterchips 200 bzw. die erste Oberfldache
601 des optoelektronischen Halbleiterchips 600 und die erste
Oberflédche 301 des Schutzchips 300 bzw. die erste Oberflédche
701 des Schutzchips 700 dem Trager zugewandt. Hierdurch wer-
den die erste Oberflédche 201, 601 des optoelektronischen
Halbleiterchips 200, 600 und die erste Oberfldche 301, 701
des Schutzchips 300, 700 geschiitzt.

Bevorzugt werden auch die zweite Qberflidche 202, 602 des op-
toelektronischen Halbleiterchips 200, 600 und die zweite
Oberflédche 302, 702 des Schutzchips 300, 700 abgedeckt und
dadurch geschiitzt. Dies kann beispielsweise in einer Anlage
zum folienunterstiitzten Spritzpressen erfolgen. Die Abdeckung
der zweiten Oberfldche 202, 602 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200, 600 und der zweiten Oberfldche 302, 702 des
Schutzchips 300, 700 hat den Vorteil, dass nach dem Herstel-
len des Formkdrpers 400, 800 keine weitere Bearbeitung der an
den zweiten Oberfldchen 202, 602, 302, 702 angeordneten Kon-
taktfldchen 240, 340, 745, 740 mehr erforderlich ist. Die Ab-
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deckung der zweiten Oberfldche 202, 602 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 200, 600 und der zweiten Oberfléche
302, 702 des Schutzchips 300, 700 ist jedoch nicht zwingend

erforderlich.

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wird der FormkOrper
400, 800 ausgebildet. Wahrend der Ausbildung des Formkdrpers
400, 800 werden der optoelektronische Halbleiterchip 200, 600
und der Schutzchip 300, 700 in den Formkdrper 400, 800 einge-
bettet. Der Formkdrper 400, 800 wird bevorzugt mittels eines
Mold-Prozesses erzeugt. Nach dem Ausbilden des FormkOrpers
400, 800 werden noétigenfalls die zweite Oberfldche 202, 602
des optoelektronischen Halbleiterchips 200, 600 und die zwei-
te Oberflédche 302, 702 des Schutzchips 300, 700 durch Abtra-

gen eines Teils des Formkdrpers 400, 800 freigelegt.

In einem anschlielBenden weiteren Bearbeitungsschritt werden
die elektrisch leitenden Verbindungen 110, 120, 510, 520 an-
gelegt.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform des beschriebenen Ver-
fahrens werden eine Vielzahl optoelektronischer Halbleiter-
bauteile 100, 500 parallel erzeugt. Dazu wird eine Vielzahl
optoelektronischer Halbleiterchips 200, 600 und eine entspre-
chende Vielzahl von Schutzchips 300, 700 gleichzeitig auf ei-
nem gemeinsamen Trdger angeordnet und in einen gemeinsamen
groRen FormkOrper eingebettet. Erst nach Durchfiihrung weite-
rer Bearbeitungsschritte, wie dem Anlegen der elektrisch lei-
tenden Verbindungen 110, 120, 510, 520, werden die vielen op-
toelektronischen Halbleiterbauteile 100, 500 durch Zerteilen

des Formkdrpers voneinander getrennt.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele ndher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kdnnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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Bezugszeichenliste

100
101
102
110
120

200
201
202
210
220
230
240
250

300
301
302
310
320
330
340
350

400
401
402

500
501
502
510
520

600
601

Optoelektronisches Halbleiterbauteil
Oberseite
Unterseite
erste elektrisch leitende Verbindung

zweite elektrisch leitende Verbindung

optoelektronischer Halbleiterchip
erste Oberfldche

zweite Oberflache

erster elektrischer Kontakt (Anode)
zweliter elektrischer Kontakt (Kathode)
Diodenschaltung

erste elektrische Kontaktfldche

erste durchgefiihrte Verbindung

Schutzchip

erste Oberfldche

zweite Oberflache

dritter elektrischer Kontakt (Kathode)
vierter elektrischer Kontakt (Anode)
Schutzdiode

zweite elektrische Kontaktflache

zweite durchgefiihrte Verbindung

Formkdrper
Oberseite

Unterseite

Optoelektronisches Halbleiterbauteil
Oberseite
Unterseite
erste elektrisch leitende Verbindung

zwelte elektrisch leitende Verbindung

optoelektronischer Halbleiterchip

erste Oberfléache
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602 zweite Oberfldche
610 erster elektrischer Kontakt (Anode)
620 zweiter elektrischer Kontakt (Kathode)
630 Diodenschaltung
640 thermische Kontaktflache
700 Schutzchip
701 erste Oberfldche
702 zweite Oberflache
710 dritter elektrischer Kontakt (Kathode)
720 vierter elektrischer Kontakt (Anode)
730 Schutzdiode
740 zweite elektrische Kontaktflache
745 erste elektrische Kontaktflache
750 zweite durchgefiihrte Verbindung
755 erste durchgefiihrte Verbindung
800 Formkdrper
801 Oberseite
802 Unterseite
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Patentanspriche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500)
mit einem optoelektronischen Halbleiterchip (200, 600)
mit einer ersten Oberfldche (201, 601) und einer zweiten
Oberfldche (202, 602),
und mit einem eine Schutzdiode (330, 730) aufweisenden
Schutzchip (300, 700) mit einer ersten Oberfldche (301,
701) und einer zweiten Oberfldche (302, 702),
wobeil der Halbleiterchip (200, 600) und der Schutzchip
(300, 700) in einen Formkdrper (400, 800) eingebettet
sind,
wobeili an der ersten Oberflidche (201, 601) des Halbleiter-
chips (200, 600) ein erster elektrischer Kontakt (210,
610) und ein zweiter elektrischer Kontakt (220, 620) an-
geordnet sind,
wobeil an der ersten Oberfldche (301, 701) des Schutzchips
(300, 700) ein dritter elektrischer Kontakt (310, 710)
und ein vierter elektrischer Kontakt (320, 720) angeord-
net sind,
wobel der erste elektrische Kontakt (210, 610) elektrisch
leitend mit dem dritten elektrischen Kontakt (310, 710)
verbunden ist,
wobel der zweite elektrische Kontakt (220, 620) elekt-
risch leitend mit dem vierten elektrischen Kontakt (320,

720) verbunden ist.

2. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdl An-
spruch 1,
wobei an einer Unterseite (102) des Halbleiterbauteils
(100, 500) eine erste elektrische Kontaktfldche (240,
745) und eine zweite elektrische Kontaktfldche (340, 740)
angeordnet sind,
wobeil der Halbleiterchip (200, 600) und der Schutzchip
(300, 700) zwischen der ersten elektrischen Kontaktfldche
(240, 745) und der zweiten elektrischen Kontaktfl&che
(340, 740) elektrisch antiparallel geschaltet sind.
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Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdl An-
spruch 2,
wobeil das Halbleiterbauteil (100, 500) als oberflidchen-

montierbares Bauteil ausgebildet ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdB ei-
nem der Anspriiche 2 und 3,

wobel die zweite elektrische Kontaktfldche (340, 740) an
der zweiten Qberflidche (302, 702) des Schutzchips (300,
700) angeordnet ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdl An-
spruch 4,

wobei der Schutzchip (300, 700) eine elektrisch leitende
Verbindung (350, 750) zwischen der zweiten elektrischen
Kontaktfldche (340, 740) und dem vierten elektrischen
Kontakt (320, 720) aufweist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (500) gemdR einem
der Anspriiche 2 bis 5,

wobeil die erste elektrische Kontaktflache (745) an der
zweiten Oberfldche (702) des Schutzchips (700) angeordnet

ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (500) gemdal Anspruch
6,

wobei der Schutzchip (700) eine elektrisch leitende Ver-
bindung (755) zwischen der ersten elektrischen Kontakt-
flache (745) und dem dritten elektrischen Kontakt (710)

aufweist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (500) gemdR einem
der Anspriiche 6 und 7,

wobeil an der zweiten Oberflidche (602) des Halbleiterchips
(600) eine thermisch leitende Kontaktfldche (640) ange-

ordnet ist.
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Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100) gemdR einem
der Anspriiche 2 bis 5,

wobeil die erste elektrische Kontaktflache (240) an der
zweiten Oberfldche (202) des Halbleiterchips (200) ange-

ordnet ist.

.Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100) gemdl Anspruch

9,

wobeil der Halbleiterchip (200) eine elektrisch leitende
Verbindung (250) zwischen der ersten elektrischen Kon-
taktfldche (240) und dem ersten elektrischen Kontakt
(210) aufweist.

.Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdl ei-

nem der vorhergehenden Anspriche,

wobei die elektrisch leitende Verbindung (110, 510) zwi-
schen dem ersten elektrischen Kontakt (210, 610) und dem
dritten elektrischen Kontakt (310, 710)

und/oder die elektrisch leitende Verbindung (120, 520)
zwischen dem zweiten elektrischen Kontakt (220, 620) und
dem vierten elektrischen Kontakt (320, 720)

als Bondverbindung oder als planare Verbindung ausgebil-
det ist.

.Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdBl ei-

nem der vorhergehenden Anspriche,

wobeil die erste Oberflédche (201, 601) des Halbleiterchips
(200, 600) eine Strahlungsaustrittsflidche des Halbleiter-
chips (200, 600) ist.

.Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdl ei-

nem der vorhergehenden Anspriche,
wobeil der optoelektronische Halbleiterchip (200, 600) ein
LED-Chip ist.

.Optoelektronisches Halbleiterbauteil (100, 500) gemdl ei-

nem der vorhergehenden Anspriche,

wobeil die erste Oberflédche (201, 601) des optoelektroni-
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schen Halbleiterchips (200, 600) und die erste Oberflédche
(301, 701) des Schutzchips (300, 700) etwa blindig mit ei-
ner Qberseite (401, 801) des Formkdrpers (400, 800) ab-

schlielen.

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Halb-
leiterbauteils (100, 500)

mit den folgenden Schritten:

— Bereitstellen eines optoelektronischen Halbleiterchips
(200, 600) mit einer ersten Oberfldche, wobeil an der ers-
ten QOberflidche (201, 601) des Halbleiterchips (200, 600)
ein erster elektrischer Kontakt (210, 610) und ein zwei-
ter elektrischer Kontakt (220, 620) angeordnet sind,

— Bereitstellen eines eine Schutzdiode (330, 730) aufwei-
senden Schutzchips (300, 700) mit einer ersten Oberflédche
(301, 701), wobei an der ersten Oberflidche (301, 701) des
Schutzchips (300, 700) ein dritter elektrischer Kontakt
(310, 710) und ein vierter elektrischer Kontakt (320,
720) angeordnet sind,

— Ausbilden eines Formkdrpers (400, 800), wobei der Halb-
leiterchip (200, 600) und der Schutzchip (300, 700) in
den Formk&rper (400, 800) eingebettet werden,

— Herstellen elektrisch leitender Verbindungen (110, 510,
120, 520) zwischen dem ersten elektrischen Kontakt (210,
610) und dem dritten elektrischen Kontakt (310, 710) so-
wie zwischen dem zweiten elektrischen Kontakt (220, 620)
und dem vierten elektrischen Kontakt (320, 720).

.Verfahren gemall Anspruch 15,

wobeil die erste Oberflédche (201, 601) des Halbleiterchips
(200, 600) und die erste Oberfldche (301, 701) des
Schutzchips (300, 700) vor dem Ausbilden des Formkdrpers

(400, 800) auf einem Trager angeordnet werden.
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